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1. Опис навчальної дисципліни

	Найменування показників 
	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
	Характеристика навчальної дисципліни

	
	
	денна форма навчання
	заочна форма навчання

	Кількість кредитів – 4
	Галузь знань

0508 Електроніка

(шифр і назва)
	за вибором


	
	Напрям підготовки 

6.050801 – 
Мікро- та наноелектроніка
(шифр і назва)
	

	Модулів – 1
	Спеціальність (професійне

спрямування): _______________
	Рік підготовки:

	Змістових модулів – 4
	
	3-й
	-й

	Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)
	
	Семестр

	Загальна кількість годин – 120
	
	5-й
	-й

	
	
	Лекції

	Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2,94 самостійної роботи студента – 4,12
	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
	34 год.
	 год.

	
	
	Практичні, семінарські

	
	
	 год.
	 год.

	
	
	Лабораторні

	
	
	16 год.
	 год.

	
	
	Самостійна робота

	
	
	70 год.
	 год.

	
	
	Індивідуальні завдання: год.

	
	
	Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/70
для заочної форми навчання – 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни є вивчення загальних положень фізики поверхні, фотопровіднисті і люмінесценції напівпровідників.
Завдання вивчення дисципліни
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен  з н а т и :  загальні питання фізики поверхні, фотопровіднисті і люмінесценції напівпровідників.
Підготовлений фахівець повинен  у м і т и : розвязувати конкретні завдання щодо обчислення параметрів поверхні різних напівпровідникових матеріалів, обробляти експериментальні дані, представляти їх згідно з діючими нормативними документами.

3. Програма навчальної дисципліни

	Назва і короткий зміст змістовного модуля, теми

	Змістовний модуль I. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА У НАПІВПРОВІДНИКАХ.

	Тема 1. Природа поверхневіх рівнів.

	Тема 2. Теорія шару просторового заряду

	Тема 3. Ефект поля.

	Тема 4. Поняття надлишкових носіїв заряду.

	Змістовний модуль II. ГЕНЕРАЦІЯ І РЕКОМБІНАЦІЯ ЕЛЕКТРОНІВ І ДІРОК У НАПІВПРОВІДНИКАХ.

	Тема 5. Види гененрації.

	Тема 6. Механізми рекомбінації носіїв заряда у напівпровідниках.

	Змістовний модуль III. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА У НАПІВПРОВІДНИКАХ

	Тема 7. Внутрешний фотоефект.

	Тема 8. Фотопровідність напівпровідників.

	Тема 9. Ефект Дембера. 

	Тема 10. Фотоелектромагнітний ефект.

	Тема 11. Зовнішний фотоефект

	Змістовний модуль ІV. ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

	Тема 12. Загальні питання щодо люмінесценції напівпровідників.

	Тема 13. Мономолекулярна люмінесценція.

	Тема 14. Рекомбінаційна люмінесценція при фундаментальних перехідах.

	Тема 15. Рекомбінаційна люмінесценція при перехідах між зоною та домішковим рівнем.


4. Структура навчальної дисципліни
	Назви змістових модулів і тем
	Кількість годин

	
	денна форма
	Заочна форма

	
	усього
	у тому числі
	усього
	у тому числі

	
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Змістовий модуль 1. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА У НАПІВПРОВІДНИКАХ

	Тема 1. Природа поверхневіх рівнів
	12
	2
	
	6
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Теорія шару просторового заряду
	10
	2
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Ефект поля
	10
	2
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Поняття надлишкових носіїв заряду
	10
	2
	
	2
	
	6
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 1
	42
	8
	
	16
	
	18
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 2.
ГЕНЕРАЦІЯ І РЕКОМБІНАЦІЯ ЕЛЕКТРОНІВ І ДІРОК У НАПІВПРОВІДНИКАХ

	Тема 5. Види гененрації
	14
	4
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	Тема 6. Механізми рекомбінації носіїв заряда у напівпровідниках
	11
	3
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2 
	25
	7
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 3. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА У НАПІВПРОВІДНИКАХ

	Тема 7. Внутрешний фотоефект 
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 8. Фотопровідність напівпровідників
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 9. Ефект Дембера. 
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 10. Фотоелектромагнітний ефект
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 11. Зовнішний фотоефект
	4
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 3
	28
	10
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	Змістовий модуль 4. ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

	Тема 12. Загальні питання щодо люмінесценції напівпровідників
	7
	3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 13. Мономолекулярна люмінесценція
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 14. Рекомбінаційна люмінесценція при фундаментальних перехідах
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 15. Рекомбінаційна люмінесценція при перехідах між зоною та домішковим рівнем
	6
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 4
	25
	9
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	Усього годин
	120
	34
	
	16
	
	70
	
	
	
	
	
	


5. Теми семінарських занять
Не передбачено навчальним планом

6. Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Теми лабораторних занять
	№ модуля, змістовного модуля, теми
	Назва лабораторного заняття  
	Кількість аудиторних годин

	1
	Природа поверхневіх рівнів.
	6

	2
	Теорія шару просторового заряду.  
	4

	3
	Ефект поля.
	4

	4
	Поняття надлишкових носіїв заряду.
	2

	
	Усього
	16


8. Самостійна робота

	№ 
	Назва теми
	Кількість годин

	1
	Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях
	50

	2
	Підготовка до лабораторних занять
	20

	
	Разом 
	70


9. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом
10. Методи навчання

Лекції, лабораторні роботи
11. Методи контролю

контрольні роботи, залік
12. Розподіл балів, які отримують студенти
	Змістовий модуль №1
	Змістовий модуль №2
	Сума

	70
	30
	100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

	Сума балів за всі види навчальної діяльності
	Оцінка ECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, диференційованого заліку,  курсової роботи (проекту), практики, державної атестації.
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно
	зараховано

	82 – 89
	В
	добре 
	

	75 – 81
	С
	
	

	64 – 74
	D
	задовільно 
	

	60 – 63
	Е
	
	

	0 – 59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	
	F*
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


* – оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії.

13. Методичне забезпечення
            Методика виконання випускних, курсових та дипломних робіт: електронний варіант.
14. Рекомендована література
Базова
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2. Волькенштейн И. С. Физико-химия поверхности полупроводников. М.: Наука, 1973. – 399 с.
3. Шалимова К. В. Физики полупроводников. М.: Энергоатомиздат, 1985. - 391с.
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Навчальний рік 2017/2018
 Семестр 5
	Вид контролю
	К-ть завдань
	Кількість балів
	Тиждень подачі або    проведення

	
	
	За одиницю контролю
	Всього
	

	1. Лабораторна робота 1.
	1
	10
	10
	4

	2. Лабораторна робота 2.
	1
	10
	10
	8

	3. Лабораторна робота 3.
	1
	10
	10
	12

	4. Лабораторна робота 4.
	1
	10
	10
	16

	5. Письмова контрольна робота 1
	1
	30
	30
	9

	6. Письмова контрольна робота 2
	1
	30
	30
	17

	Всього
	
	
	100
	


доц. каф. радіоелектроніки                                                            І.А. Скуратовський
Завідувач кафедри радіоелектроніки, проф.
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